
UKD 621.382.3 

N O R M A BRANŻOWA BN-87 

ELEMENTY 
3375-32/23 

Tranzystory typu BDP 279, 
PÓŁPRZEWODNIKOWE 

BDP 281, BDP 283, BDP 285 
Grupa katalogowa 1923 

1. Przedm iot norm:i... P rzedmiotem normy sę krzemowe z 3 . Cechowanie tranzys torów pow i nno zawierać nas tępu-

epi t aksj al nę bazę t ranzys tory mocy ma ł ej c zęstot l iwości 

n_ p_n t ypu SDP 279, SDP 28 1, S DP 283, SDP 285 w obu_ 

dowi e p las t ykowej C E 30 ( TO-220AS) , do zas tosowań w 

sprzęc i e powszechnego uży tku oraz w u rzędzen l ach, w któ

r ych wym aga s i ę zas tosowania e lementów o wysokiej i bar

dzo wysokiej j akości zgodn ie z okreś l eniam i wg P N _ 78/ 

jęce dane: 

a) nazwę producenta lub znak fabryczny , 

b) ozn aczeni e typu, 

c ) oznakowani e doda tkowe d l a t ranzys t orów 

bardzo wysok i ej jakośc i. 

T ranzystory wysokiej jakości powinny być 

wysoki ej 

znakowan e 

T -01515. 
cyfrę 3, a tranzystory o bardzo wysokiej jakości cyfrę 4 

umieszczon~i po oznaczeniu typu. T ranzys tory p r zeznaczone sę do pracy w uk ładach prze_ 

łęczajęcych mocy, w szeregowych i równo l egł ych regu l a

t orach, we wzm a cniaczach rn. cz . mocy i w s topniach ste-

4. W y miary i oznaczenie wyprowadzeń tr a n zys tora _ wg 

r ys . 1 i tabl . 1. 

rujęcych i końcowych wzmacniaczy . O znaczeni e obudowy stosowane przez producen ta - CE 30. 

T ranzystory typu SDP 279 , SDP 28 1, SDP 283 , S DP 28 5 

sę komp l ement arne odpowi ednio do tranzys t orów SDP 280, 

SDP 282, SDP 284, SDP 286. 

Kat egoria k li ma t yczna d la t r anzystorów: 

- standa r dowej jakośc i (poziom jakości I ) - 4 0/ 100/ 10, 

_ wysokiej j akości (poziom jakości III ) _ 40 / 100 /2 1, 

- ba rd zo wysokiej j akości (poziom j akości IV) - 4 0/ 100/ 56. 

2. Przyk ł ad oznaczenia tranzys torów: 

a) s tanda r dow ej j akości: 

TRANZY S TOR SDP 28 5 BN-87/3375- 32/23 

b ) w ysokiej jakośc i: 

TRAN Z Y STOR SDP 28 5/ 3 S N - 87/33 75- 32/23 
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c) b a rdzo wysoki e j j akośc i: I BN-B7/3375-32/23-1 I 

TRANZYSTOR SDP 28 5/4 SN-87/33 75-32/23 R ys. 1. Obudowa C E 3 0 

Zgłoszo n a przez Fabrykę Pół przewod ników T EWA 
Us tanowiona przez Dyrektora Naukowo-Prod ukcyj nego Centrum Półp rzewodn ików dn ia 15 kwi etn ia 1987 r. 

jako norma obowiązująca od d nia 1 paźdz ie rni ka 1987 r. 
(Dz. Norm. i M iar nr 11/ 1987, poz, 27) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,A LFA ' 1987 . Olu k. Wyd . Norm, W-wa, Ark , wyd. 1,50 Nakl. 2500 ' 40 Zam. 1248/ 87 Cena Zł 45,00 



2 BN- 87j337S- 32j23 

T ablica 1 Wym iary obudowy CE 3 0 , 

S ymbol 
Wymiary, mm 

wymiaru 
m in nom max 

A 4,06 - 4 ,83 

b 0 ,64 - 0 ,89 

b
1 1,22 - 1,40 

C 0,38 - 0 ,43 

D 14,6 1 - 15,88 

e 2, 0 3 - 3 , 0 5 

e 
1. 

4, 5 7 - 5, 64 

F - 1,27 -
H

1 
5,97 - 6,73 

5, B adania w grupie A , B , C D -wg B N- 80j337S-32jOO 

p , 5. I. 

.§......Wymagania szczegó ł owe do badań grupy A, B , C i D : 

al badania podgrupy A l - sprawdzenie wymiarów A , b , 

b
1

, D) e - w od l eg ł o:ki 6 , 4 5 .;. 6,50 mm od obudowy wg 

rys. 1 i tabl , 1, 

bl badania podgrupy A2 - sprawdzenie pods tawowych pa-

r ametrów e lektrycznych wg tab l, 2, 

c) badani a podgrupy A3 - sprawdzeni e drugorzędnych 

parametrów elek t r ycznych wg t ab l. 3 , 

S ymbol 
Wymiary , mm 

wymiaru 
min nom max 

L1 2 , 16 - 2, 9 2 

L 12,7 - -
L1 7,62 - 8,8 9 

~p 3,58 - 3 , 63· 

I Q 2, 54 - 3,05 

z 1, 0 2 - I 1 , 52 

E 10,03 - 10, 4 1 

E
1 9,2 0 - 9, 4 0 

EZ 7,62 - 8, 13 

dl badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametrów e lek_ 

trycznych w t empera t urze ( poziom I II 

IV) wg tab l, 4, 

e) badanie podgru py B, C i D wg t abl , 5, 

f) paramet ry e lek t ryczn e sp r awdzan e w czasie po ba

daniach grupy B , C i D wg t ab l. 6, 

g) wartość AQL d la jakości podstawowej w badaniu C2 _ 

4, 0 %, w bada n iu C 4 _ 2,5 %, 

7 , Pozostałe pos t anowi eni a - wg B N-8 0 j 337S-32jOO, 

T ab lica 2, Parametry elek t ryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A 2 (poziom l, III, IV) 

-
War tości graniczne 

Oznaczeni e Metoda po-
I L p, l iterowe miaru wg W·arunki pom iaru 

J ed-
S D P 279 SDP 28 1 B DP 283 BDP 28 5 

pa r ame t ru P N- 74j 
nos tka 

T -01 5 04 min ma x mi n max m i n max min max 

1 2 3 4 5 6 '7 8 g 10 11 12 13 

l I
CEO 

ark , Og UCEO 
= 2 0 V - 1 - l - - - -

U
CEO 

= 40 V mA - - - - - l - -. 
UCEO = 60 V - - - - - - - 1 

2 
U( BR) C EO 

1) p , 6 ry s . 2 I C = lOO mA , I = O 
B V 2 5 - 3 0 - 50 - 70 -

.. 

3 U a r k , 0 4 IE = l mA, IC = 0 V 3 - 5 - 5 - 5 -· (SR )E S O 

4 h21E 
1) ark, 08 UCE = 4 V, IC = l A 2 5 - - - - - - -

UCE = 4 V, lC = 2 A - - - - - - 30 2 00 

-
UCE = 4 V, l C = 2,5 A - - - - 30 200 - -

UCE = 4 V , I = 3 A 
C - - 3 0 2 00 - - - -

5 
U ( S R)CER 

1) p . 6 rys , 2 IC = O, l A , R BE = 1000 V 30 - 4 0 - 60 - 8 0 -

6 I
CER 

ark, 09 U ~ 3 0 V -CER 
2 50 - 100 - - - -

U - 5 0 V p.A - - - - - 100 - -CER 

U
CER 

= 7 0 V - - - - - - - 100 

1) P omiar impu lsowy: t p ~ 300 P. s; !5 ~ 2 '. 



Lp. 

l 

l 

2 

3 

4 

a) 

12052 
IW 

SN-8 7/3375-32/23 

Ucc = + 12V 

IOmH 
Hiller Nr45JJ lub rownorzędnlj 

Odchlj/anie: 
IQ 1% pionowe y- y 
0,5 W } 
(bezindllkc. Oseljloskop 

!O~ D~ J 
Przekaźnik 

100st 
O,SW UrBR)CEO 

o 
pOllome x-x 

b) 
Je 

(mA) 1 _______ _ 

l? 

HP Model /30B 
lllb rdwflorzędny 

.s 100 t-------<;)---<r---<;)-- -\----

i 
0 '------':,---:'::-----::'-:--=-- --

30 50 70 
Napięcie kolektor - emiter UcdV) 

mEl7LJ)]S 32723 21 

R ys . 2. Metoda po miaru napięć p r z ebi ci a k ol ek tor-em iter U (BR) eEO i U ( BR) CER 

a) po ds tawowy układ pomiarow y, b) osc y logram napięć przebi c ia 

3 

Tablica 3. Parame t r y el ek try czne s prawdz ane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom l, III, IV) 

Metoda po-
Wartości g ranic z ne 

Ozna c zenie 
miaru wg Jed-

l itero w e 
PN-74/ 

Warunki pomiaru 
n ostka 

SDP 279 SDP 281 SDP 283 SDP 285 
para metru 

T-01504 
min ma x min max min ma x min max 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 

U 1) ark. 06 I = l A, I = O, l A eE sal C B 
- l - - - - - -

Le = 2 A , I B = 0,2 A - - - - - - - l 
V 

I e =2,SA, I B = 0,25 A - - - - - l - -
I le = 3 A, I B = 0,3 A l - - - - - - -

U 1) ark . 06 I = l A lB = O, 1 A - l , 8 - - - - - -BE s al C ' 

re = 2 A, L B = 0, 2 A - - - - - - - 1,8 

I V 

I e =2,SA, I = 0,25 A - - - - - l, 8 - -B 

I =;$ A I B = 0,3 A - - - 1,8 - - - -C ' 

f T a r k . 24 UCE =4V, I C = 0,5 A , 
MHz 3 - 4 - 4 - 4 -f = 1 MH z 

Ce BO a r k. 22 UCB = 10 V , f = 1 MHz pF - 250 - 250 - 250 - 250 

1) P omiar im p ul sowy t p ~ 300 II- s; eS ~ 2 %. 
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lablica 4 Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podqrupy A4 (poziom III i IV~ 

Wartości graniczne 
Metoda po-

Oznac zenie 
miaru wg Jed-

BDP 27~DP 281 literowe Warunki pomiaru BDP 283 BDP 285 
PN _74/ nostka 

parametru 
T-01504 min max min max min max min max 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 
-

I
eER 

ark. 09 U
eEO = = 30V - 5 - 2 - - - -

o mA 2 -tamb = 100 C, U CEO= 50V - - - - - -

R
BE

= 100Q' \JCEO = 70V - - - - - - - 2 

, , Tab I i ca 5 Wvmaqani a szczeqó ł owe do badań q rupv B C D 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badań W ymagania szczegółowe 
badań 

l 2 3 4 

I B I, CI sprawdzenie wytrzymał ości mechanicznej próba Ub' metoda 2; 5N 3 cyk le, próba U a1 , 
wyp rowadzeń 10 N 

sprawdzeni e szczelności próba Q, 

2 B3 sprawdzenie wytrzymałości na spadki swobod- położenie tranzystora w czasie spadania wypra_ 

ne wadzeniami do góry 

3 B 4 i C4 sprawdzeni-e wyt rzymałości na udary wielo- mocowani e za obudowę 
krotne 

4 B6 i C6 sprawdzenie odporności na narażenia elek- wg PN-78/T- 01515 P. 5.3.22 tabl. 5· , metoda 

tryczne badania 

OB; 
o 

układ t amb =25C 

BDP 279 

U
CE 

=17,5V; Ie = 100 mA 

BDP 281 

U 
CE 

= 2 1 V· , re =85 mA 

BDP 283 

U = 35 V; Ie = 50 mA 
CE 

BDP 285 

U = 50 V· 
CE ' 

Zc = 36 mA 

5 C3 sprawdzeni e masy 2G 

6 C4 sprawdzeni e wytrzymał ości na przyśpi eszen i e kierunek p r obierczy; 
stałe obydwa kierunki wzdłuż os i wyprowadzeń, moco-

wanie za obudowę 

sprawdzeni e wytrzymałości na uda r y wielo-
krotne 

mocowanie za obudowę 
sprawdzenie wytrzymałoś ci na wib racje o sta-
ł ej częstot li wości 

7 C5 sprawdzenie wy t r zymałoi;c i na ci epło lutowa- ° temperatura kępie li 350 C 
nia 

8 Cl0 sprawdzenie wymiarów wg r ys . 1 i tab I. 1 

9 Dl (poziom III sprawdzeni e odporności na niskie ciśnienie temperatura narażenia 25°C 
i IV) atmosferyczne 

10 D2 sprawdzenie wytl'zymałości na rozpuszczalniki alkohol ety l owy, aceton 

1 1 D3 sprawdzenie pa lności palność zewnętrzna 

12 D4 (poz i omja- spra wdzeni e wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 
kości "I i IV) 

13 D5 (poziom ja- sprawdzenie wyt r zymałości na mgłę solnę położenie tranzystora dowolne 
kości III i IV) 
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Tablica 6. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy 8, C i O 

(poziom I, III i IV) 

Oznacz ... Metoda Wartości graniczne 
nie lite- pomiaru 

Jed_ 
Lp, rowe wg Warunki pomiaru POdgrupa badań 8DP 279 8DP 281 8DP 2B3 

PN-74/ 
nostka para_ 

metru T-01504 min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 tO 11 12 

1 I ark, 09 30 V 8 I, 83, 84, 85 - 250 - 100 - -CER 
C I, C2, C3, C4 

50 V C5, C7, C9, 011) p.A - - - - - 100 

1 - O B 70 V - - - - - -
30 V 86, C6, CB - 1200 - 500 - -

R al00Q,u =50 V 
BE CER p.A - - - - - 500 

70 V - - - - - -

30 V C2 i } - 5 - 2 - -
50 V mA - - - - - 2 

70 V - - - - - -
2 h 21E 

1) ark, 08 lA 81, 83, 84, 85 25 - - - - -
C I, C2, C3, C4 

2A CS, C7, C9, 01 1) - - - - - --
2,5 A - - - - 30 200 

3A - - 30 200 - -
U

CE
-4V, I e = lA 86, C6, CB 20 - - - - -

2,0 A - - - - - --
2,5 A - - - - 23 250 

3A - - 23 250 - -
lA C21) 10 - - - - -
2A - - - - • - --
2,5 A - - - - 15 -
3A - - 15 - - -

1) W czasie badania, 

KONI EC 

Informacje dodatkowe 

5 

8DP 2B5 

min max 

13 14 

- -

- -

- 100 

- -

- -

- 500 

- -
- -

- 2 

- -
30 200 

- -

- -

- -
23 250 

- -

- -

- -
15 -

- -

- -
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INFORMACJE OODATKOWE 

l, In s tytuc ja opracowu jęca normę _ Naukowo-Produk_ 

cyjne Centrum Półprzewodników Fabryka Półprzewodników 

TEWA, Warszawa, 

2, Normy zwięzane 

PN-74jT-01504j04 Tranz ystory , Pomiar ICilpięć przebicia 

V . V 
(BR )C BO I (BR)EBn 

PN-74jT-01504j06 Tranzystory, Pomiar napięć nasy cania 

V CE sat V BEsat metodę impulsowę 

PN-74jT_01504j08 Tranzystory, Pomiar h 21E 

impul sowę 

metodę 

PN-75jT-01504j09 Tranzystory, P omiar prędów resztko-

wych I CER ' 

ICE O 

PN-74jT -01504j22 

prędu 

Tranzystory, Pomiar 

CCBO i CEBO 

zerowego 

pojemności 

PN-74jT-01504j24 Tranzystory, Pomiar modułu I h
21e 

I 
w zakresie w, cz, i częstotliwości f T 

PN-7B j T-01515 Element y półprzewodnikowe, Ogólne wy-

magania i badani a 

SN-80j337S-32joO Elementy półprzewodnikowe, Tranzy-

s tory mocy małej częstotliwości, Wymagania badania, 

P ostanowienia ogólne 

3, Symbol KTM wyrobu: 

SDP 279 - 1156231301003 

SDP 28 1 - 11 56231 303005 

SDP 283 - 1156231305005 

SDP 285 - 1156231307009 

4, Wartości dopuszczalne _ wg tabl, l-l rys, l-l, 

S, Dane cha rakterystyczne - wg tabl, 1-2 rys, 1-2+ 1-8, 

Tabli ca l-l, Wartości dopuszczalne 

Oznaczenie I Jed-
Wartości dopuszczalne 

Lp, 
parametru 

Nazwa parametru 
nostka 

SDP 279 SDP 281 SDP 283 SDP 285 

1 2 3 4 5 6 7 B 

1 
VCBO 

napięcie kolektor-baza przy I E = O V 30 40 60 BO 

2 l'CER napięcie kolektor-emiter przy V 30 40 60 80 
R

BE 
= 100 

3 V
CEO 

napięcie kolektor-emiter przy I = O 
B 

V 25 30 50 70 

4 U
EBO 

napięcie emiter-baza przy I = C 
O V 3 5 5 5 

5 IC pręd kolektora przy te as e .:S 
O 

A 100 C 7 7 7 7 

6 l B pręd bazy przy t ease ~ 
o 

125 C A 3 3 3 3 

P t o 1 całkowita moc wejściowa t case ~ 
o 

40 40 40 7 25 C W 40 
(stała lub średnia) na 
wszystkich elektrodach t ease 

o 
~ 100 C W 16 16 16 16 

tamb ~ 25°C W 1 , B l, B l, B 1,8 

t j 
o 

6 temperatura złęcza C 150 150 150 150 

9 tamb temperatura otoczenia w czasie pracy Oc -40.;. 100 -40.;. 100 _40 .. 100 -40.;. 100 

t slg 
o 

10 temperatura pr;!echowywani a C -40.;.+15! -40.;.+ 155 _40.;. +155 -40.,. +155 
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Tablica I 2, Dane charakterystyczne 

Typ .. 
Oznaczenie Nazwa Warunki pomiaru Jed-

BDP 279 BDP 281 BDP 283 BDP 285 Lp, 
parametru parametru tamb = 250 C nostk, 

min typ max min typ max min typ max min typ max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 

1 I
CER 

\ U UCER = 30 V 150 250 1 100 pręd reszt- o - - - - - - - -
kowy kolek-

l/) 
N 

tora II 
U

CER 
= 50V /lA 100 .c ~ - - - - - - 1 - - -

~ 

" CI .... 
O U = 70 V - - - - - - - - - - 1 100 o CER -

U 
II 

o lo) U
CER 

= 30 V - - 5,OQ - - 2,00 - - - - - -
o ~ 
O ..:: -
II UCER = 50 V mA - - - - - - - - 2 - - -.c 
~ 

" ..... U = 70 V - - 2,00 - - - - - - - - -
CER 

2 ICEO pręd zero- U UCEO = 20 V - 0,5 1 - O, 1 1 - - - - - -
wy kolekto- O 

l/) 

ra N 

II UCEO = 40 V mA - - - - - - - O, 1 1 - - -
.c 
~ 

UCEO 
= 60 V " - - - - - - - - - - O, 1 1 ..... 

3 U napięci e I = 1 mA V 3 - - 5 - - 5 - - 5 - -(BR )EBO 
przebicia 

E 

emiter-ba-
za 

• 
1) 4 

U(BR)CEO 
napięci e I C = O, 1 A V 25 28 - 30 45 - 50 60 - 70 80 -
przebicia 
pomiędzy I = O 
kolektor-

B 

-emiter 

5 U ~) 
napięci e 1 = O, 1 A V 30 38 40 50 60 70 80 90 - - - -

(BR)CER 
przebicia C 

kolektor- R BE " 100 a 
-emiter 

I 

6 h 1) statyczny IC = 1 A 25 - - - - - - - - - - -21e 
wspó!czyn- U = 4 V 
nik wzmoc- CE 

nienia prę- Ic = 2 A - - - - - - - - - 30 - 200 

dowego 

lC = 2,5 A - - - - - - 30 - 200 - - -
-

1 = 3 A - - - 30 - 200 - - - - - -C , 

Ic = 7 A 2,3 - - 2,3 - - 2,3 - - 2,3 - -

7 UCEsat 1) napięcie I = 1 A' I B = O, 1 A 
nasycenia C 

, - - 1 - - - - - - - - -
kolektor_ 
-emiter IC = 2' A; I B = 0,2 A 

- - - - - - - - - - - 1 

I C = 2,5 A I B = 0,25 A 1 • 
V - - - - - - - - - - -

I = 3 A C • I = 0,3 A 
B - - - - - 1 - - - - - -

I = 7' C • I = 3 A, B • - - 3, 5 - - 3,5 - - 3,5 - - 3,5 



8 Informac j e dodatkowe do 8N-87/3375-32/23 

cd. tabl. 1-2 

IToznaczenie 

T yp 

Nazwa Warunki pomiaru Jed- I 
Lp. 

t nm.h = 250 C 
SOP 279 SOP 281 SDP 283 SDP 285 

parametru parametru nostka 

min typ max min t yp max min t yp max min typ max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 

8 1) 
napięcie I = 1 A· l = O l A 1 , 8 UBEsat - - - - - - - - - - -C 

, B ' 
nasycenia 
baza_emi t er 

1, 8 l = 2 A· I B = 0,2 A - - - - - - - - - - -C • 
V 

I = 2, SA l B = 0, 25 A - - - - - - - - 1,8 - - -
C 

l = 3 A· l
B 

= 0,3 A - - - - - 1,8 - - - - - -
C ' 

9 UBE 
1) napięcie Ic = 1 A - - 1, 5 - - - - - - - - -

baza-emiter U = 4 V 
CE 

I = 2 A - - - - - - - - - - - 1,5 
C 

lc=2,5A V - - - - - - - - 1,5 - - -

I = 3 A 
C - - - - - 1, 5 - - - - - -, 

I = 7 A - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 
C 

10 h 21 e zwarciowy Ic = 0,5 A, U = 4 V - 20 - - 20 - - 20 - - 20 - -
współczyn-

CE ' . 
nik przeno-
szeni a prę- f = 50 kHz 

do we go 

1 1 f T częstot li - I = O 5 A U CE =4 V, MHz 3 - - 4 - - 4 - - 4 - -
wość g r a -

C ' , 

niczna f = 1 /vIHz 

12 CCBO pojemność U = 10 V, f = 1 MHz pF - - 250 - - 250 - - 250 - - 250 
kolektor_ 

CB 

-baza 

13 R
thi

_
c rezystancja l = 1 A, U

CB
=10V, - - 13,125 - - f3.125 . - - j,125 - - 3,12: 

termi czna C 

złęcze-obu- t = lOs 
°C/W dowa 

R
thj

_
a złęcze o to- I = 180 mA· U = 10 V - - 70 - - 70 - - 70 - - 70 C • CB 

czenie 

1) Pomiar impulsowy t p -E 0,3 ms; /J .:::. 2 0/0. -
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7 
6 

4 

6 

0.2 

l D, l 

125 

(% ) 

100 

-
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t I -}50~ I 
(~re - I 

I I 
f'tat max = 40 W 

Icmax OC 

Q 

~Q 

~ ~c<> -2 . 

"" BOP279 r'i'?o,?:-
I'~ , . !. 

,- , - - - - - -

"'-.J a /OmClM/e slb 
r - , . 

:BDP 28/ 
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Rys. 1-2. Dopuszczalny zakres % wartości ' prędu w funkcji 
temperatury obudowy tranzystóra 

Rys. 1-4. Typowe charakterystyki wejściowe 
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Rys. 1-6. Typowa charakterystyka przejściowa Rys. 1-7. Typowa charakterystyka częstotliwości granicz

nej w funkcji prędu kolektora 
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Rys. 1-8. Typowa charakterystyka statycznego współq'ynnika wzmocnienia prędowego w funkcji prędu kolektora 


